
JP 2007-53346 A5 2009.8.27

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年8月27日(2009.8.27)

【公開番号】特開2007-53346(P2007-53346A)
【公開日】平成19年3月1日(2007.3.1)
【年通号数】公開・登録公報2007-008
【出願番号】特願2006-189426(P2006-189426)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  23/12    ５０１Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月9日(2009.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路部を有する本体上に配置され、前記回路部に信号を入力するか、又は前記回路部か
ら信号を出力するためのパッドと、
　前記パッドと電気的に接続され、前記本体の上面上に配置された導電パターンと、
　前記導電パターンの上面の全面に形成され、前記導電パターンの前記上面の一部を露出
させるコンタクトホールを有する絶縁性フォトレジスト構造物と、を含む半導体パッケー
ジの配線構造物。
【請求項２】
　前記導電パターンは、Ｔｉ／Ｃｕ、ＴｉＷ／Ｎｉ、Ｔｉ／Ｎｉ、ＴｉＷ／ＮｉＶ、Ｃｒ
／Ｃｕ、Ｃｒ／Ｎｉ、Ｃｒ／ＮｉＶ、Ｔｉ／Ｃｕ／Ｎｉ、ＴｉＷ／Ｃｕ／Ｎｉ、ＴｉＷ／
Ｃｕ／ＮｉＶ、及びＣｒ／Ｃｕ／ＮｉＶからなる群から選択された少なくとも１つの合金
を含むことを特徴とする請求項１記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項３】
　前記導電パターンの厚みは、１０００Å～７０００Åであることを特徴とする請求項１
記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項４】
　前記絶縁性フォトレジスト構造物は、前記導電パターンと実質的に同じ外郭形状を有す
ることを特徴とする請求項１記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項５】
　前記本体及び前記導電パターンの間に、前記パッドと対応する第１開口を有する保護膜
パターンを更に含むことを特徴とする請求項１記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項６】
　前記保護膜パターン及び前記導電パターンの間に、前記第１開口に対応する第２開口を
有する第１絶縁膜パターンを更に含むことを特徴とする請求項５記載の半導体パッケージ
の配線構造物。
【請求項７】
　前記第１絶縁膜パターンの厚みは、１μｍ～２５μｍであることを特徴とする請求項６
記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項８】
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　前記絶縁性フォトレジスト構造物の上面及び露出された前記第１絶縁膜パターンに沿っ
て配置され、前記コンタクトホールと対応する第３開口を有する第２絶縁膜パターンを更
に含むことを特徴とする請求項６記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項９】
　前記第２絶縁膜パターンの厚みは、１μｍ～２５μｍであることを特徴とする請求項８
記載の半導体パッケージの配線構造物。
【請求項１０】
　入力信号を処理してデータ信号を出力する回路部を有する半導体チップと、
　前記半導体チップ上に配置され前記回路部に電気的に接続されたパッドと、
　前記パッドと電気的に接続され、前記半導体チップの上面に沿って配置された導電パタ
ーンと、
　前記導電パターンの上面の全面上に形成され、前記導電パターンの上面一部を露出させ
るコンタクトホールを有する絶縁性フォトレジスト構造物と、
　前記コンタクトホールを埋め立てながら、前記導電パターン上に電気的に接続された導
電部材と、を含むウエハーレベルパッケージ。
【請求項１１】
　前記半導体チップ及び前記導電パターンの間に、前記パッドと対応する第１開口を有す
る保護膜パターンを更に含むことを特徴とする請求項１０記載のウエハーレベルパッケー
ジ。
【請求項１２】
　前記保護膜パターン及び前記導電パターンの間に、前記第１開口に対応する第２開口を
有する第１絶縁膜パターンを更に含むことを特徴とする請求項１１記載のウエハーレベル
パッケージ。
【請求項１３】
　前記絶縁性フォトレジスト構造物の上面及び露出された前記第１絶縁膜パターンの表面
に沿って配置され、前記コンタクトホールと対応する第３開口を有する第２絶縁膜パター
ンを更に含むことを特徴とする請求項１０記載のウエハーレベルパッケージ。
【請求項１４】
　前記導電パターン及び前記導電部材の間に、前記導電パターン及び前記導電部材を電気
的に接続するための導電性バンプを更に含むことを特徴とする請求項１０記載のウエハー
レベルパッケージ。
【請求項１５】
　前記導電性バンプは、前記導電パターンと接着される導電性接着パターン、前記導電性
接着パターン上に配置された導電ウェッチングパターン（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ ｗｅｔ
ｔｉｎｇ ｐａｔｔｅｒｎ）を含むことを特徴とする請求項１４記載のウエハーレベルパ
ッケージ。
【請求項１６】
　前記導電性バンプは、前記導電ウェッチングパターン上に形成された酸化抑制パターン
を更に含むことを特徴とする請求項１４記載のウエハーレベルパッケージ。
【請求項１７】
　前記導電部材は、球形状を有するはんだを含むことを特徴とする請求項１０記載のウエ
ハーレベルパッケージ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体パッケージの配線構造物及びこれを利用したウエハーレベルパッケ
ージ
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、半導体パッケージの配線構造物及びこれを利用したウエハーレベルパッケー
ジに関する。より具体的に、本発明は、新規な配線構造を有し、単純な製造工程で製造さ
れることができる半導体パッケージの配線構造物、これを利用したウエハーレベルパッケ
ージに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
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